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El invento se refiere a un dispositivo para
convertir una sefial eléctrica de entrada quse varia an
amplitud en forma escalonada o de un modo continuo en
una o mas sefiales sléctricas para excitar o activar uno
o mas dispositivos de presentacidn o visualizacidn,

Son conocidos dispositivos de visualizacidn
en los cuales uno o mas slementos de visualizacidn cis-
puestos, por ejemplo, en una fila mds corta o mds large
se encienden o apagan de acuerdo con una sefial eléctri-
ca de entrada, Se hace referencia usualmente a tales
dispositivos como dispositivos de visualizacidn gréfica
de barra,.

La sefal eléctrica de entrada tiene usualmen-
te una potencia relativamente baja que es insuficiente
para excitar el elemento de visualizacion. En ese caso
deberd tener lugar unz adaptacidn o transformacidn.

Adicionalmente, en los dispositivos conocidos
en los cuales la amplitud de la selial de entrada com-
prende la informacién y ss decisiva en cuanto al lugar
y/o la confiquracidn del elemsnto de visualizacién o de
los elementos de visualizacidn que ha o han de ser exci
tados, es necesario un circuito electrdnico relativamen
te complicado para realizar la conversidn deseada de la
informacidn,

De este modo, es necesario en general un con-
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vertidor, habiendo de entenderse que este término signi-
fica, dentroc del campo del invento, un dispositivo en el
cual se obtiene una conversidn o adaptacidn del conteni-
do de informacidn y/o del nivel de tensidn y/o del nivel
de corrients cuando estd aplicada una sefial sléctrica de
entrada y se hace disponible una seiial ds salida al me-
nos en un terminal de salida, cuya sefial, si es necesa-
rio después de amplificacidn adicional, es adecuaca para
excitar o activar un dispositivo de visualizacidn c un
slemento de un dispositive de visualizacidn.

El objeto del invento es crear un convertidor
simple y de coste relativamente bajo para utilizacidn en
dispositivos de visualizacidn o en combinacidn con los
mismos, espscialments para safiales eléctricas de entrada
que varian en amplitud en Porma escalonada o en Forma
analdgica, on sl cual al menos el contenido de informa-
cién dado con la amplitud de la sefial de entrada es
transferido a una o mas scffales a sor utilizadas para sy
citar dispositivos de visualizacidn o slementos de visua
lizacidn, Como dispositives de visualizacidn o elementos
de visualizacidn han de considararse, por sjempla, lémpg
ras de incandescencia, tubps de descarga de gas, diodos
fotoemisores y cristales liquidos.

De acuerdo con el invento, un dispositivo para

convertir una sefial eléctiica de entrada gue varia en am
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plitud en forma sscalonada o de un modo continuo en una
o mas sefiales sldctricas a ser utilizadas para excitar

o activar uno o mas dispositivos de visualizacidn nstd
caracterizado porgque en una regidn de un primer tipo de
conductividad contigua a una superficie de un cuerpo sg
miconductor estdn praesentes varias zonas de superficie
contiguas a la supaerficie del segundo tipo de conducti-
vidad opuesto al primer tipo de conductividad, cuyas ¢g
nas de superficie, a las que s8 hard referencia poste-
riormente como primeras zonas de superficie, comprendan
cada una, o al menos estdn acopladas a, una conexidn
slectrica para conexidn a un dispositive de visualiza-
cidn, estando presents un electrodo comdn al cual pertg
nece al menos una sequnda zona de superficie del segun-
do tipo de conductividad que se encuentra en la zona del
primer tipo de conductividad teniendo la superficie una
capa aislante dispussta sobre ella, estando presenta un
electrode de contral comdn para influir sobre una capa
de supsrficie del cuasrpo semiconductor, teniendo el sleg
trodo de control comdn una conexidn eléctrica para la
safial de entrada, proporcionando el electrodo de control
comin con la capa de superficie asoclada que pueds ser
influida un camino de conexidn del sagundo tipo de con-
ductividad entre el electrodo comin y las primeras zonas

de superficie del segundae tipo de conductividad controlg
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ble con la seifal de cntrada,

El invento crea un dispositivo que tiene un con
vertidor simple y por tanto de bajo coste, sin circuitos
electrdnicos relativamente complicados, que en muchos ra=-
508, puede controlar inmediatamente uno o mas circuitas en
los cuales estdn incorporados dispositivos de visualiza-
cidn, mientras que para otros usos las sefiales que vienen
a quedar disponibles en las primeras zonas de superficie
qus tienem una conexidn esléctrica pueden ser amplificzdas
de un modo simple, 8i ss desea, o pusden utilizarss como
safiales de control para conmutadores incorporados en los
circuitos ton las dispositivos de visualizacién.

Aunque la regidn de superficie del primer tipo
de conductividad puede servir como electrodo de control
comdn, como se explicard posteriormente, estd presente
preferiblemente un electrodo de control comin aislado sg
bre la capa aislante y cubre la capa de superficie que
puede ser influida,

La capa de superficie que puede ser influida pug
de ser una capa de superficie impurificada y, por ejemplo,
una capa de superficie implantada cuyo tipo de conductivi
dad es controlado. Sin embargo, preferiblemaente se genera
en la regidn de superficie del primer tipo de conductivi-
dad con 6l elactrods de control comdin un tipo de capa de

inversidn cuya oxtensidn puede controlarse. Tal capa de in



versidn puede obtenerse, por ejemplo, si la tensidn de
umbral para que ss produzca la inversidn es adecuacda-
mente dependiente de la situacidn fisica, por sjemaolo,
por cuanto una cantidad ds carga que difiere de un lu-
5 gar a otro es igcorporada en la capa aislante. Dicha
carga puede dispunerse, por ejemplo, por medio de im-
plantacidn idnica.
La tensidn de umbral deseada dependiente ds
la situacidn fisica puede tambien obtenerse de atro '
10 modo conocido por si mismo, por ejemplo, utilizando
una capa de aislamiento de un espesor variable y/o de
constante dieléctrica variable entre el electrodo de
sontrol aislado y la superficie semiconductora y/o uti
lizando para el electrodo de control materiales que
15 tienen una funcidn de trabajo diferente y/o disponiendo
en el cuerpo semiconductor y en posicidn contigua a la
superficie semiconductora una impursza que tiene una
concentracidn dependiente de la situacidn fisica,
£En la totalidad da los casos anteriormente
gﬂ mencionados, la capa ds inversidn producida con una ten
s8idn sn el electrodo ds control comin puede variarse en
lo que respecta a su extensidn lateral variando dicha
tensidn.
Una realizacidn preferida importante del dis-

25, positivo de acuerdo con el invento tiene un electrodo de
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control aislado que tiene forma de banda y que tiene

dos conexiones eléctricas que se encuentran separadas
entre si y preferiblemente prdximas a los dos exire=

mbs del electrodo en forma de banda para aplicar una

diferencia de potencial a través del electrodo de con
trol.

Con el fin de mantener suficientemente baja
la disipaeidn en el electrodo de control, cuya disipa
cidn sa produce como resultado de la diferenciz de po
tencial apliicada, el electrodo de control consists
praeferiblemente en un material resistivo o comprende
al menos partes que se componen de un material resis-
tivo. Tal electrodo do contral, o al menos parte del
mismo, puede consistir, por ejemplo, en una capa me-~
tdlica delgada de aluminio, titanio o niquel-cromo.
Puede tambien utilizarse como material resistivo ma-
terial semiconductor policristalinog. La resistencia
por unidad de superficie de aguellas partes del elec
trodo de control a través de las cuales se produce
la diferencia de potesncial, es de preferencia, al mg
nos principalmente, mayor o0 igual a un ohmio, VYalo-
res précticos para dicha resistencia por unidad de
superficie estdn cpmprendidos entre 10 y aproximada-
mente 200 ohmios en la mayorfa de los casos y depen-

diendo de la velocidad dessada,
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Se describird el invento con mayor detelle con
raforencia a unas pocas realizaciones y al dibujo que se
acampafia, en sl cual:

La figura 1 representa diagraméticamente una
primera realizacidn del dispositivo de acuerds con el in
vento que tisne un cuerpo semiconductor representaco en
una vista en planta, vy

Las figuras 2 y 3 son vistas diagramdticas en
torte transversal del cuerpo semiconductor del disposi~
tivo representado en lu figura 1, tomadas sobre las li-
neas II-I1 y III-III, respectivamente, do la figura l.

La Figura 4 es una vista diagramatica en plan
ta de una parte de una seguntda roalizacidn, en la cual

La figura 5 es una vistz diszgramftica asocia-
da en corte transversal tomada sobre la linea V-V de la
figura 4,

La Figura 6 es una representacidn diagramdti-
ca de una tercera realizacidon del dispositivo de acuer-
do con el invento, en la cual

La Figura 7 es una vista disgramdtica en cor-
te transvarsal del cuerpo semicanductor de dicha terce-
ra realizacidn, tomada sobre la linea VII-VII de la Fi-
gura 6,

La figura 8 es una vista diagramitica en plan,

ta de una parte de una realizacidn adicional del dispo-
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sitive de acuerdo con cl invento,

La figura 9 es una vista diagramdtica en plap
ta de una parte de aln otra realizacidn del dispositive
de acuerdo con el invento.

3¢ describird ahora como primera realizacidn
con raferencia a las figuras 1, 2 y 3 un dispositivo pg
ra convertir una sefial eléctrica de entrada que se ori-
gina de la fuente 1 de sefial de entrada en una o mas sg
flalgs eléctricas para excitar o activar un dispositivo
de visualizacidn indicado diagramdticaments por gl hlo-
que 2.

De acuerdo con el invento, el dispositivo tig
ne un cuerpo 3 semiconductor que en el presente caso es
sustancialmente en su totalidad de un primer tipo de
conductividad, En posicidn contigua a una superficise 5
de la regidn 4 semiconductora del primer tipo de condug
tividad estdn dispuestas varias zonas 6, 7, 8, 9 y 10
de superficie del segundo tipo de conductividad opussto
al primero y cada una de las cuales tiene una conexidn
11, 12, 13, 14 y 15 eleéctrica, respectivamente, que
sirve para conaxidn al dispositivo 2 de visualizacién,
Se hace referencia posteriormente a dichas zonas de su-
perficie como primeras zonas de superficis, Ademds,

estd presents un slectrodo 16 comin al cual pertenece

la seqgunda zona 17 de superficie del segundo tipo de
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conductividad que se encuentra tambien en la regidn 4.
La superficie 5 tiene una capa 18 aislante sobre la cual
estd dispuesto un electrodo 19 de control comdn para
influir sobre una capa 20 de superficie del cuerpa 3
semiconductor que se encuentra bajo sl electrodo ds con
trol. El electrodo 19 de control tiene une conexidn 21
gléctrica y la regidn 4 del primer tipo de conductivi-
dad tiene una conexidn 22 sldctrica. En el pressnte ejam
plo sl slaectrodo 19 de control puentea la distanciz en-
tre la ssgunda zona 17 que pertenece al electrado comin
y cada una de las primeras zaonas 7, 8, 9 y-10 de super-
ficie y la vapa 20 de superficie que puede ser influida
esté en posicidn contigua, por una parte, a la zona 17,
y. par otra parte a las zonas 6 a 10 de superficie. De
este moda, como se explicard posteriormente, el electrg
do 19 de control junto con la capa 20 ds superficie qua
puede ser influida proporciona un camino de conexidn
eléctrica controlable del segundo tipo de conductividad
entre el electrodo 16 de contral comin y las primeras
zonas 6 a 10 de superficie,

En 8l sjemplo presente, las conexiones 1l a
15 eléctricas estdn consctadas directaments a las zonas
6 2 10 de superficie por intermedic de pistas 23 condug
toras y aberturas 24 en la capa 18 aislants. El electro,

do 16 comin comprands, ademds de la segunda zana 17 de

- 10 -
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superficie, una conexidn 25 sléctrica y una pista 26 con
ductora que conecta dicha conexidn 25.a la segunda zona
17 de superficie a través de una abertura 27 en la rapa
18 aislante., El electrodo 19 de control tiene Fforma de
banda y se compone de material resistivo, por ejemplo,
una capa delgada de NiCr, Ti, Ta, o0 material semicondug
tor policristalino, Estd dispussta, a través dsl -elac-
trodo 19 de control, una capa 28 aislante en la cual
estdn dispuestas aberturas 29 cerca de los dos extremos
del electrodo de control en forma de banda. Una pista
30 conductora conecta la conexidn 21 en el drea de una
de las aberturas 29 a uno de los axtremos del electrodo
19 de control en forma de banda, estando conectado sl
otro extremo de dicho electrado 19 de control a una se-
gunda conexidn 31 eléctrica por intermedio de la otra
absrtura 29 y una pista 30 conductora. '

Durante el funcicnamiento, puede astar conec-
tada una fuente 32 de tensidn continua entre las cone~
xiones 21 y 31, de modo que se produce una caida de po
tencial a través del electrodo 19 de control de material
resistivo, Con una fusnte 33 de tensidn controlable
entre el slectrodo 16 comin y la conexidn 21 (o 31) del
slectrodo de control y/o una fucnte de tensidn 34 contro
lable entre sl electrodo 16 comdn y la conexidn 22 de la

regidn ‘4 del primer tipo de conductividad, el dispositi-

- 11 -
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vo puaede ser ajustado de modo que si la sefial de entra-
da es cuiro, estd presentes unpa capa de invencidn baj, e)
glectrodo 19 de control y sn la capa 20 de superficie
en el extremo conectado a la conexidn 21, de cuyaz capa
de inversidn la extensidn lateral es tan pequeiia tue no
se forma conexidn conductora entre la segunda zona 17
de superficie y la primsra zona 6 de superficie. Cuando
la amplitud de la sefial de sntrada aumenta, aumenthurd
la extensidn lateral de la capa de inversidn en una di-
reccidn desde un extremo al otra del slectrodo de zan-
trol y las primeras zonas 6, 7, 8, 9 y 10 de superficie
serdn sucesivamenta conectadas conductivamente a la za-
na 17 de superficis y por tanto al electrodo 16 comin.

El dispositivo 2 de visualizacidn es, por
ejemplo, un dispositivo de visualizacidn grdfica en ba-
rra y tiena un nimero de elementos 35 a 39 de visualiza
cidn individuales cada uno da los cuales estd conectado
a una de las conexiones 11 a 15 y a una fusnte 140 de
alimentacidn comin. Dependienda del valor de la ampli-
tud de la sefial de entrada, $e activardn por tanto un
ndimero mds grande o mds psquafio de lus slementas 35 a
39 de visualizacidn,

En atencidn al cardcter mds completo ds la ex
posicién, ha de observarse que con las polaridades mos-

tradas en la figura 1 de las diversas tensiones,se ha

- 12 -
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tomado como punto de partida la suposicidn de que la rg
gién 4 es una regidn semiconductora de tipo n, siendo
de tipo p las zonas 6 a 10 de superficie y la zona 17
de superficie. Dichos tipos de conductividad puedep ser
intercambiados si se cambian tambien las polaridadas de
las fuentes 31, 32, 33 y 34.

Como se repressnta en la figura 1 por lineas
discontinuas, la fuente 1 de sefial de entrada puede tam
bien estar incorporada en el circuito entre las conexig
nes 22 y 25, En ese caso la fuente 34 de tensidn astd
ajustada, por sjemplo, de mado que estd presente una ca
pa de inversién bajo la totalidad del electrodo 19 do
control cuando sstd susente una sefial de entrada, misen-
tras que la fuente 33 de tensidn estd ajustada entonces
de modo que dicha capa de inversidn haya acabado de de-
saparecer nugvamente. Cuando estd aplicada una sefial de
gntrada se formard una capa ds inversidn que tiene una
extensidn que dopende de la amplitud ds la sefial, En lo
qua raespecta al control de la extensidn de la capa do in
versidn inducida, la regidn 4 forma un electrodo de con
trol que es equivalents al electrodo 19 de control ais-
lado, Ambos electrodos estdn separados de la capa de in
versidn a ser controlada por una barrara aléctrica, os-
tando constituida una de las barreras por la capa 18

aislante y estando constituida la otra barrera por una

- 13 -
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unidn rectificadora. Ademds, en vez de una caida de ten
sidn a través del elsctrodo 19 ds control, es tambisn
aceptable una caida de tensidn a través de la regidn 4
semiconductora,

El dispositivo de visualizacidn puede sstar
construido, por ejemplo, con ldmparas de incandescencia,
tubos de descarga de gas, uno o mas cristales liauidos,
o diodos fotoemisores, siendo posible de un modo simple
adaptar el circuito con la fuente 140 de alimentacidn
al dispositivo de visualizacidn elegido, Si se utiilzan
diodos fotoemiscres, pueden estar o no estar intaérados
en el cuerpo 3 semiconductor. Preferiblemente, el dispg
sitivo saemiconductor que convierte la sefial de entrada
8h una o0 mas sefiales sléctricas de salida y el disposi-
tivo o dispositivos de visualizacidn estén al meros com
binados para formar una unidad estructural que estéd re-
presentada diagramdticamente en la figura 1l por el blo-
que 141 de linea discontinua,

Por medioc de la fuente 33 de tensidn y/o la
Puante 34 de tensidn, el dispositivo puesde &justarse de
modo qus con sefial de entrada cero o con la del valor
mds negative adn observable de la sefial de sntrada, el
primer elamanto 35 de visualizaocidn precisaments se aca
be de excitar o justamente no se excite todavia. Por mg

dio de la Pusnte 32 de tensidn, puede chtenerse un ajus
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te tal que con el valor mds positivo de la sefial da en-
trada se activen todos los elementos de visualizacidn
hasta el dltimo elemento 39 e incluyendo sl misma., El
ndmero de slementos ds visualizacidn puedes adaptarse
simplemente a la utilizacidn y la potencia de resolucidn
requerida para glla, En la Pigura 1 se musestra por medio
de una linea de fractura que se extiends entre las re-
giones 9 y 10 de superficie que el ndmero de regionss ds
superficie que tiene una conexidn puede escogerse da mo=-
do que ssa relativamente arbitrario,

' El dispositivo semiconductor descrito puede
ser fabricado totalmente por medio de métodos utilizados
copvencionalmente en la tecnologia de semiconductores.
El matserial 4 semiconducter, por ejemplo, @8 un substra
to de silicio de tipo n qus tiene una resistividad de,
por ejemplo, 2 a § ohmios.cm. Por difusidn o implanta-
cidn idnica, pueden disponerse zonas 6 a 10 y 17 de su-
perficie de tipo p 8n dicho substrato y se extienden,
por sjemplo, hasta una profundidad de 1 @ 2 pm de la sy
perficie 5 en el cuerpo semiconductor. La concentracidn
de suparficie de dichas zonas sstd comprendida, por ejem
plo, entre 1048 y 102! étomos/cmz. Las zonas 6 a 10 de
tipo p, por sjemplo, tienen dimensiones de aproximadamen
te 20 x 25 um, L& zona 17 tiene un ancho de, por ojemplo,

25 pm, dependiendo lalongitud del ndmero de dispositivos
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de visualizacidn a ser controlados y de la distancia mu
tua deseada de las zonas 6 a 1l0. En un dispositivo para
contralar nueve elementos de visualizacidn, la distan-
cia mutua entre las zonas 6 @ 10 fué aproximadamente de
100 pm, y la zona 17 tenia una lonyitud de aproximéda—
mente 1 ym, La distancia entre las zonas 6 a 10 y lg zp
na 17 es, por ejemplo, de aproximadamente 8 pm. Es de
observar que en vez de unz dnica ssgunda zona 17 alarga
da, pueds tambien utilizarse un ndmero de segundas zo-
nas 17 més pequefas dispuestas en una fila, cada una de
cuyas zonas se encuentra sn posicidn opuesta a una de
las primeras zonas 6 a 10 y estédn conectadaé en comdn,
por ejemplo, con una pista conductora, Seréd suficients
una Unica segunda zona 17 mas pequefia, aunque en ©se ca
so la resistencia en serie que se producs en la capa ds
invarsidn entre tal segunda zona 17 mds pequefia y cada
una de las primeras zonas 6 a 10 es diferants para cada
una de las zonas Gltimamente mencionadas, La zana 17
airve preferiblemente al menos como fuente de portado-
res de carga que son necesarics para la Formdecidn de 1la
capa de inversidn,

La superficie semiconductora puede estar pro-
vista, del modo usual, de una capa aislante de, por
ejemplo, 6xido de silicio y/o nitruro de silicio, te-

niendo dicha capa en el dreu del electrodo 19 de control

- 16 -
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preferiblemente un espesor mds pequefio (por ejemplo, de
aproximadamente 0,1 pm) gue fuera de la mencionada re-
gidén, donde el espesor es, por ejemplo, de aproximada~
mente 1 a 1,5 pm.

El slectrodo 19 de control tiene un ancho de,
por ejemplo, aproximadamente 10 pm y una longitud de
aproximadamente 1 mm y se compone, por sjemplo, de alu-
minio, titanio, tdntala o silicio policristalino. La re-
sistencia por unidad de superficie de la capa utilizada
para dicho electrodo de control estd comprendida prefe-
riblemente entre 10 y aproximadamente 200 ohmios y as al
menos de 1 ohmio. De acuerdo con que la resistencia por
unidad de superficie sea mds alta, disminuird la disipa-
cidn en el electrodo de material resistive, pero tambien
la velocidad de funcionamiento del dispositivo.

El electrodo de control, aunque no es nacesariuo,
puede estar cubierto por una capa 28 aislante que, da
acuerdo con 8l material utilizado para el electrode de
control, pusde obtenerse por oxidacidn térmica o anddi-
ca. Puede tambidn depositarse una capa aislante por depd
sito an fase des vapor o puede estar dispuesta por pulvew-
rizacidn idnica.

For ejemplo, cuando se utiliza siliecio policrig
talino como material para el elsctrodo ds control, el

plectrodo de cantrol pusde ser tambien de autocoinciden=-

- 17 -
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cia. £n ess caso, por ejemplo, se dispone sn la supercfi
cie 41 semiconductora de un cuerpo 40 semiconductor de
tipo n (figuras 4 y §), en primer lugar una capa 42 aig
lante da dxido de silicio que tiene un espesor relativa
mente grande y en la cual estdn dispuestas, por ejlemplo,
varias regiones 43 rectangulares de.un espasor mas pe-
quefio. Se dispone cntonces una banda 44 ds silicio poli
cristalino de tipo p de resistividad relatiuamenta'alta,
cuya banda tiene una capa 45 de mdscara de dxidu.do si-
licio. Con la ayuda de una mdscara en la cual estdn dig
puestas unas pocas aberturas 46 aproximadamente del ta-
mafio de las regiones 43, cuyas aberturas e&tén represen
tadas en linsas discontinuas en la figura 4, se elimi-
nan las partes delgadas no cubiertas de la capa 42 ais-
lante y las partes no cubiertas de la capa 45 aislante.
Se difunden o implantan sntonces impurezas, formdndose
un ndmero de zonas 17 de superficie (segundas zonas) de
tipo p sobre uno da los costados de la banda 44 y un nd
mero de zonas G a 10 de superficie (primeras zonas): de
tipo p sobre el costado situado en posicidn opuesta, i
multdneamente, son tambien impurificadas las partes del
electrodo 44 de control que se encuentran entre zonas
de superficie dispusstas en oposicidn mutua. Las prime-
ras zonas 6 a 10 pueden tener cada una de ellas una co-

nexidn eléctrica y las segundas zonas 17 pueden estar

- 18 =
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conectadas en conjunto y a un electrodo comdn por medio
de una pista conductora,

El electrodo 44 de control consiste en un nd-
mero de partes de resistividad relativamente alta que
s@ encuentran entre las primeras zonas 6 a 10 adyacen-
tes y alternadas por partes de resistividad relativamen
te baja situadas entre las primeras y segundas zonas de
tipo p aque se encuentran en posicidn mutuamente optesta.
Una diferencia de potencial aplicada a través del slec-
trodo de control estard ahora praesente sustancialmente
a través de las partes de alta resistivided del electro
do de control, mientras que no se producird sustancial-
mente diferencis de potencial a travéds de las partes de
baja resistividad, La ventaja de ssto a3 gue los canmi-
nos de cenexidn sntre cada una de las primeras zanas 6
a 10 y la segunda zona 17 situada en posicidén opussta
cambiarén menos gradualmente y mejor definidos dsesde sl
estado de no conduccidn al estado de conduccidn, y reci
procamente, Adsmds, cuando psrmansece tonstante la dife~-
rencia de potencial a través del electrodo de control,
el gradiente de potencial en las partes de alta resis-
tividad de tal slectrodo de control ssrd mayor que en
un slectrodo de control de resistencia homogénsa, Res=-
tringiendo la aparicidn de un gradiente de potsncial en

el electrodo de material resistivo tanto como sea posi-
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ble a las partes de alta resistividad del elsctrodo de
material resistivo gue se encuentra entre las primeris
zonas 6 a 10 adyacentes, se obtiene una relacidn rsla-
tivamente favorable entre la potencia de resolucidn y
la disipacidn que se produce en el electrodo de mate-
rial resistivo. Preferiblemente, la diferancia de poten
cial que aparece a través de una parte del electrodo de
control comin que se encuentra entre dos primeras zonad
adyacentes ss al menos de 0,2 a 0,3 voltios.

Bor razones de claridad, ha de observarse que
debido a la diferencia de espesar sn la capa 42 aislan-
te, cuando la sefial de entrada aumenta, se ‘forman en es
te caso varias capas de inversidn que estdn separadas
entre sf{ y cada una de las cuales conecta una segunda
zona 17 a una de las primeras zonas 6 a 10 en vez de
producirse una capa de invarsidn de crecimiento continuo
como en el ejemplo anterior, '

La parte da cada uno de los caminaos de cone-
xidn formados como capa de inversidn entre el electrodo
comln y cada una de las primeras zonas G a 10 tiene un
cisrto ancho, y pusde ser importante, en ralacidn con
una conmutacidn fécilmente dofinida; gue dichas partes
de los ceminos de conexidn se Formen o desaparezcan sus
tancialmente de modo simultdneao en todo su ancho. Para

ese fin, la difersncia de potencial que se produce a
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través de cada una da las partes del electrodo de cnantrol
que se encuentran por encima de dichos caminos de cone-
xidn estd prefariblemente restringida. Por esta rzzdn,
el electrodo de control consiste preferiblemente &n un
nimero de partes de baja resistividad que ss encuertran
situadas por encima de los caminos de conexion a ser con
trolados y que estdn conectadas en comdn con partes de
resistividad relativamente alta. Las partes de baja re-
sistividad comprenden, por ejemplo, material semiconduc-
tor de concentracidn de imereza relativamente zlta o un
metal, y las partes de alta resistividad comprenden malg
rial resistivo, por ejemplo, material semicandictor rela
tivamente poco impurificado, titanio, téntalo o niquel-
cromo, lLas partes de baja resistividad puseden tambien ob
tenerse puenteando con una capa conductora las partes de
sgadas de un electrodo de control constituido totalmente
par material resistivo.

Otra posibilidad atractiva que es ventajosa en
cuanto a la conmutacidn definida es situar las partes de
loa caminos de conaexidn formados como capa de inversidn
paralela al eletctrodo de control aislado on vez de trang
versalmentas a dicho electrodo de control. Se hace uso de
esta posibilidad en la siguisnte realizacidn qua sa des-
cribird con referencia a las figuras 6 y 7.

Las figuras 6 y 7 representan una parte da un
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cuerpo 60 semiconductor que comprende un substrato 1 sg
miconductor de tipo n de, por ejempleo, silicio y una rg
gidn 62 de superficig de tipo p que puede ostar formada,
por ejemplo, por uné isla aislada ds un circuito inte-
grado. La parte restante de dicho circuito integrado,
que es de menor importancia dentro del campo del inven-
to y que, por tanto, no se describird con detalle, pue-
de comprender, por ejemplo, un amplificador aﬁalégicu
que amplifica una sefial de entrada reslativamente peque-
fia en un grado tal gue el convertidor pueda ser subsi-
guientemente controlado con dicha sefial, La salida del
convertidor puede tambien estar conectada, por ejemplo,
a amplificadores en ls forma de circuitos biestables a
fin de aumentar la corriente y/o la tensidn disponible
para los clementos de visualizacidn.

La regidn 62 de superficie comprends un ndme-
ro de segundas zonas 63 de superficie de tipo n que per
tenecen a2 un electrodo comin y estdn conectadas en con-
junto por intermedio de una pista 65 conductora presen=-
te sobre la capa 64 aislante, Estd dispuesta una primera
zana 66 de suparficie de tipo n junto a cada una de las
segundas zonas 63, estando conectada cada una de las pri
meras zonas 66 a una pista 67 conductora. Las pistas G7
canductoras constituyen las salidas del convertidoer que

pusden estar caonectadas a elementos 68 de visualizacidn
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de un dispositivo 69 de visualizacidn.

Las primeras y seqgundas zonas 63 y 66 de supef
ficie estdn dispuestas an forma de pares, tenisndo la c2a
pa 64 aislante entre cada uno de los mencionados pares
una parte mas delgada gue estd cubierta con una capa 70U
conductora aislada del cuerpo semiconductor. Ep una di-
reccidn transversal a las zonas 63 y G6 de superficie y
paralelamente a los caminos de conexidn eléctrica contrg
lables presentes entre los pares de zonas de superficie,
estd dispuesta una banda 71 de material resistive nue
gstd conectada eléctricamente a cada una de las capas 7U
conductoras, Esta banda 71 y las capas 70.conductoras
constituyen en conjunto un electrodo de control aislado
para controlar los caminos de conexidn entre el electrg
do 63, 65 comin y cada una de las primeras zonas 66, Di
cho electrodo de control aislado, que puede también fa-
bricarse totalmente a partir de material resistivo, tig
ne una conexidn eléctrica en la forms de capas 72 y 73
conductoras, respectivamente, en ambos extremos.

El elmctrodo de control aislado tiene una bu-
se 71 alargada a través de la cual se produce principal
mente la cafda de potencial y, en una diraccidn trans-
versal a dicha base, en uno o ambos lados, salientes o
dedos que estdn presentes por encima de las partes de

la capa de superficie semiconductora en la cual se for-
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man los caminos de conexidn o canales. En esta configu-
racidén, la relacién entre la longitud y el ancho de los
canales pueds adaptarse al nivel de corriente deseado
dentro de amplios limites.

Durante el funcionamiento, estd aplicada una
diferencia de potencial & través del electrods deo con-
trol aislado por medio de una fuente 74 de tensidn. El
electrodo 63, 65 comun estd conectado a un punto de pg,
tencial de reforencia, por sjemplo a masa, asi camo” la
regidn 62 de superficie. Entre dicho electrodo 63, 55
y una de las conexiones del electrodo de control, pue-
de estar conectada otra fuente 75 do tensidn para ajus
tar el convertidor. £1 dispositivo 69 de visualizacidn
estd conectado adicionalmente a una fuente 76 de-ali-
mentacidn, La fuente 77 de sefial de entrada pueds estar
dispuesta, por sjemplo, en serie con la fuente 75 de
tensidn.

Las realizaciones descritas tienen en comin
que se utiliza un electrodo de control aislado que cop
siste al menos parcialmente en material resistive. Tal
alectrodo de control resistivo ss un recurso elegante
para obtener una capa de inversidn que se extiende a
lo largo de una parte mayor o menor de la superficie
semiconductora de acuerdo con la amplitud de la sefial

de entrada, La gapa de inversidn que es continua o se
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compone de varias partes separadss constituye una especie
de contacto deslizante que conecta un ndmero mayor ¢ me-
nor de una fila de primeras zonas de superficie al elec-
trodo comdin. Dicha fila de primeras zonas de superficie
5 puede estar situada sustancialmente sobre una linea recta
como en los ejemplos o estar dispuesta de acuerdo con una
forma bastante diferente, por ejemplo, segin la periferia
de un circulo o parts de la misma, El dispositivo pueds
ser utilizado como contacto de cierre como en los sjemplos,
10 perc puede tambien utilizarse como contacto de apertura
en el cual, en ausencia de una seffal de entrada, tadas las
salidas estdn excitadas y cuando aumenta la sefial de en-
trade se interrumpen cada vez mas consxiones.
Ademds de con una diferencia do potencial a tra
15 vés de un electrodo resistivo, puede tambien obtenerse de
un modo diferente una cepa de superficie adecuadamente
controlable. Por ejemplo, la tensidn de umbral que es ne-
cesaria para la formacidn de una conexidn conductora pue-
de hacerse diferente de un lugar a otro., El electrodo 19
20 de control del primer sjemplo puede ser sustituido, por
ejemplo, por una capa conductora, aumentando el espesor
de la capa 18 aislante gradualmente o en forma escalona-
da dasds la canexidn 21 en direccidn hacia sl extremo con
1a conexidn 31, Otra posibilidad ds obtener una tensidn

25 de umbral dependiente de la posicidn fisica es la incor-
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poracidn de carga en la capa aislante, por sjemplo, por
medio de implantacidn idénica., Cuando la capa 18 consis-
te en una capa doble de dxido de silicio y nitruro de
silicio, puede utilizarse para dichas capas dobles el
efscto de memoria conocido por si mismo. Puede regis=-
trarse informacidn en forma de carga con una concentra
cidn creciente o decreciente en la direccidn del elec-
trodo de control en la capa doble por medioc de ura ten
sidn adecuada on el electrodo 19 de control que es con
ductor también en este casac y una diferencia de poten-
cial en el substrato 4 semiconductor que se extiende
paralslamente a dicho electrado,

En las realizacionas dascritas se induce una
capa de inversidn. Serd obvio, sin embargo, gue pueden
tambien utilizarse convertidores en los cuales esté
dispuesta una capa de superficie del mismo tipo de copn
duyctividad que las primeras y segundas zonas de super-
ficis par debajo del electrodo de control de un modo
diferente, por ejemplo, por impurificacién. Por medio
de una tensidén en el electrode de control y/o la regidn
semicanductora subyacente del tipo de conductividad
opussto, pueds ser controlada la conductividad de tal
capa de superficie de un moda similar, de manera que
se obtienen las conexiones deseadas.

En las realizaciones hasta ahora dsscritas,
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usualments son excitadas simultdneamente varias calidas,
dependiendo de la safial de entrada. ffara ciertos usos
puedes desearse, sin embargo, que siempre sean exvitadas
simultdneamente, por ejemplo, a lo sumo una o daos sali~-
das. Esto puede conseguirse simplemente mediante la adi
cidn de un segundo convertidor similar, por ejemplo, co
mo se represanta en la figura 8.

£l cuerpo 80 semiconductor tiene un electrodo
comin fPormado por sequndas zonas B8l de superficis de un
primer tipo de conductividad dispuestas en una regidn
82 de superficie del tipo de conductividad opuesto y una
pista 83 conductora que conecta entre sf las segundas
zonas B8l, Ademds, la regidn 82 do superficie comprende
un ndmero ds primeras zonas 84 de superficie de un pri-
mer tipo de conductividad que estdn todas conectadas a
su propia pista 85 conductorapara la conexién al dispo-
sitivo de visualizacidén, no repressntado. Las zonas 84 y
las pistas 85 constituyen las salidas del convertidor
que estdn indicadas diagramdticamente por terminales 86,
o al menos oertenecen a las mismas, Tambien estdn pre-
sgntes en la zona B2 do superficis zonas 87 de superfi-
cie de un primer tipo de conductividad cada una de las
cuales portensce tanto a una zona 8l como a una zona 84,
Por medio de un primer slectrodo B0 resistivo de control

pueden controlarse conexiones entre las zonas 81 y 87,
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migntras que con un sagundo electrodo 39 de contral de
material resistivo pueden conectarsc las zonas 87 a las
zonas B4 de un modo controlable. De este mado, sl con-
vertidor consiste en dos partes cada una de las cuales
5 individualmente es sustancialmente igual al convertidor
representado en las figuras 6y 7 y en las cuzles las
salidas de lu primers parte constituyen también mntra=-
das para la segunda parte. Los zonus 87 de conexidn o
zonas comunes scran superfluas on una configuracidn en
1o la cual las capas de supsrficie en el cuerpo semicaon-
ductor queo son controlebles con los electrodos 8¢ ¥ 69
de control estdn directamente en posicidn contigua entre

I

si, )
El convertidor descrito puade funcionar del
15 modo siguiente. El electrodo 81, 83 comin, estd conec-
tado a un potencial de referencia, por ejemplo a masa,
y a la regidn B2 de superficie. En el circuito Gltima~
mente mencionazdo puede estar incorporada una fuente S0
de tensidn controlable para ajustar el dispositiva, si
20 ae desea. Con la ayudz de fuentes 91 y 92 de tensidn,
estd aplicada una diferencia de potencial a trévés de
cada uno de los clectrodos de control de meterial resig
tivo de tal modo quo la caida de tensidn en uno da los
glectrodos de control ase produce en una direceidn y engl

25 otro eglectrodo de control se produce en la direccidn
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opuesta, £n lz figura 8, el extremo de la izyuiernda del
electrode 0t de control es el mds negativo y el extremo
de la derscha os el mds positive, Por el contrario, el
extremo de la izquierda del electrodo 89 de control es

5 el mds positivo y el extremo de la derecha es el wis
negativo, Las diferencias de potencial aplicadas a tra
vés de los dos elesctrodos 80 y 89 son de igual valor y
sah, por ejemplo, de aproximadamente 12 voltios.

Estd representado en el lado izquierdo de la

10 figura 8 que cada uno de los electrodos 88 y 89 de con
trol estd conectado a terminales 95 y 96 de entraca,
respectivaments, por intermedioc de fuentes 93 y 94 de
tensidn, respectivamente., Estd presente entre los ter-
minales 95 y 96 de entrada una rasistencia 97 que tio-

15 ne una toma central que estd conectada a2 masa, Dichos
ﬁerminales estdn conectados adicionalmente a una fuaen-
te 96 do sefial de entrada de modo que las sefiales apli
cadas a los electrodos 88 y 89 son iguales entre si,
sin tener en cuenta una diferencia de fase ds 18042,

20 Cada una da las Fuentes 91 y 92 de tensidn
proporciona una tensidn que es al menos iqual a la di-
ferancia entre el mayor valor de tensién y el menor va
lor de tensidn de la sefial de entrada, Por medio de las
fuentes QU; 93, 94 de tensidn, el convertidor es ajusta

25 do de modo que con la tensidn de seafial de entrada méds
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pequefia o mds negativa la tensidn en los dos electrodos
88 y 89 de control al njvel del primer par situadc més
a la izquierda de zonas 81, 87 y 84,87 de superficie,
respectivaments, es tal que estd presente una capa de
inversidn entre las zonas de cada uno de los menciona-
dos pares. Partiendo de una estructura semiconductora
que tiene una regidn 82 de tipo p y zonas 81, A4 y 47
de superficie de tipo n, se mantendrd con las polarida
des dadas para el electrodo 38 de control que todcs los
pares de zonas 81,87 de superficie presentes mds hacia
la derecha estén conectados entre si por capas de inver
sidn. La distribucidn do potencial a través del electrg
do 89 do control es, por el contrario, tal que estd prg
sente una capa de inversidn solamente entre las zonas
84,87 del par situado mes hacia la izquierda., Solamente
gl terminal 86 situado mas a la izquierda esté conecta-
do por tanto conductivamente al electrodo 81,83 comin.
Seqln que se haga mas positiva la sefial de entrada, las
conexiones entra las zonas 81 y 87 formadas en la parte
mas inferior por capas de inversidn se interrumpirdn su
cesivamente del par situado mas a la izquierda prosi-
guiendo hacia la derecha mientras que simulténeamenta
en la parte mas alta prosiguiendo de izquierda a derscha
se formardn conexiones sucesivaments en nimeros crecien-

tes de pares de zonas 84 y 87 por la formacidén de capas
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de inversidn, De este modo, siempre estd excitedo sola-
mente uno de los terminales 86, Tal dispositivo pusde
ser utilizadu, por ejemplo, para excitar tubos de prg
sentacidn de digitos o para direccionar filas o colum-
nas en matrices, como ocurre en paneles de visualiza-

cidn o en memorias.

Es importante para el funcionamiento satis-
factorio del dispositivo anteriormente descrito que al
menos bajo el electrodo 89 de control no pueda formar-
88 upa capa de inversidn continua, porgue de otra mndo
los terminales B6 ya no estdn aislados entre si. Esto
pueds conseguirse utilizando una capa aisldnte que es
relativamente gruesa con la excepcidn de aquellos luga
res en donde han de formarse capas de inversidn. 5i es
necesario, pueden disponerse zonas de detencidn de ca-
nal, por ejemplo, en la Fforma de zaonas 99 semiconductg
ras del mismo tipo de conductividad que la regidn 82
de superficis perc que tienen una concentracidn de im-
purezas mds slta entre los pares succsivos de zonas
84, 87, por debajo del electrodo 89 de control. Para
eate fin, en la toltalidad de la capa semiconductora
cantigua a la superficie de la raegidén 82 de superficie,
con la excopcidn de al monos aquellas partes en donde
ha de formarse una capa de inversidn, puede tambien uti

lizarse una concentracidn de impursza mas alta que en
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la parts contigus de dicha regidn 862 que se encuentira
por debajo de ella,

En atencidn al cardcter completo de la expo-
sicidén, ha de observarse que mediante el ajuste del gra
do de recubrimiento mutuc de las dos capas de inver-
sidn producidas con los slectrodos resistivos, puede
controlarse a voluntad el ndmero de terminales 86 adya
centes que estdn excitados simultdneamente.

En la figura 9 estd representade otra razli-
zacidn en la cual se utilizan tambien dos electrados
resistivos, ELl cuerpo 100 semiconductor tiene un nlme-
ro de primeras zonas 101 de superficie de un tipo de
conductividad opuesto al de la regidn 102 des superficie
contigua a la misma, Cada una de las primeras zonas 101
de suparficie de tipo n tiene una conexidn aléctrica gue
sstd Formada por las pistas 103 conductoras que estdn
¢onectadas dirsctamente a dichas zonas. Las zonas 101
son alamadas y sc encuentran ceda una de ellas junto a
una zona 104 de superficie de tipo n asociada del mismo
tipo de conductividad, Las zonas 104 canstituyen las sg
gundas zonas de superficie del dispositivo y estdn co-
nectadas entrs 8f{ por la pista 105 conductora que se ex
tiendes transversalments a las zonas 101 y 104 alargadas
al nivel del centro de dichas zonas., Esta presente so-

bre los dos costados de la pista 105 conductaora situados
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en posiciones opuestas un electrodo resistivo de forma
de peine de unz configuracidn vy construceidn similar a
los slectrodos &8 y 89 de la Pigura 8. Por consiguien-
te, se hace referencia a ellos por las mismas cifras

5 de referencia en la figura 9, El dispositivo represen~
tado en la figura 9 tambien recucrda considerablemente
por lo demds al representado en la figura 8, en la
cual el disnositivo Gltimamente mencionado puede consi-
derarss construido con dos partes gue estdn conectadas

.10 en seris, mientras que dichas dos partes en el disposi~

tivo reprasscntado en la figura 9 estan conectadas en pa
ralelo., El dispositivo representado en la figura 9 fun-
ciona integramente como el representado en la figura 8
con fuentes 90, 91, 92, 93 y 94 de tonsidn para ajustar

15 las capas de inversidn controlables y seiiales de entra-
da de valores iguales y fases opuestas nue estédn aplica
das a los electrodos 88 y 8Y de control. En este caso,
sin embargo, las fuentes 90, 93 y 94 de tensidn estdn
ajustadas de modo que las dos capas de inversidn nopre-

20 sentan recubrimiento, de tal manera que siempre a lo sy

~mo el nimero deseado do conexiones 103, 86 adyacentes

no estdn conectadas al electrodo 104, 105 comln, mien-
tras que las zonas 103 situsdas a la izquierda de ellas,
como se ve en la figqura 9, estdn conectadas, por inter-

25 medio de una capa de inversidn que se encuentra por doii
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Jo del electrodo 88 en posicidén mas baja, a una zone 104,
0 sea a masa, y todas las zonas 103 situadas mas hacla la
derecha estén consctadas a masa a través de una capa da
inversidn prosente bajo el slectrodo 8Y situado en posi~

5 cidén mas alta,

Las conexiones B6 estdn conectadas a un dispo-
sitivo de visualizacidn que tiene un ndmero de elementos
106 de visualizacidn cada uno de los cuales estéd conectaz
do en serie con sl caminc de corriente principal da un

10 ° transistor 107 entre una l{nea 108 de alimentacidn y, por
ejemplo, masa, Los slectrodos de control de los transis-
tores 107 estdn conectados a la linea 108 .de alimentacidn
a travds de una resistencia 109, Dichas resistencias sir-
ven para suwinistrar la corriente de control reqqarida si

15 los transistores 107 estdn en estado dc conduccidn y los
elementos 106 de visualizacidn estén excitados. Por inter
medio de las conoxiones 086, dichas corrientes de control
son derivadas a masa con la excepcidn de aquella conexidn
o conexiones 86 que no estd (o no estédn) conectadas(s)

20 ° por intermedio de una capa de inversidn a una zona 104 y
al electrodo 105 comin, Solamente el transistor o transis
tores conectados a la conexidn o conexiones 86 Ultimamen-
te mencionadas estd o estdn entoncaes en estado de conduc-
cidén, de modo gue solamente se sncienden los elementos de

25 visualizacidn conectadoss a ellas., Los restantes elementos
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de visualizacidn estén apagados,

El dispositivo de acuerdo con el invento puede
adaptarse a requerimientos especificos de diferentes uti
lizaciones adaptando la geomstria y las concentracionas
de impureza, En la realizacidn representada en las figu-
ras 1, 2 y 3, un valor de tensidn adecuado para la fuen-
te 32, es, por ejemplo, de aproximadamente lU voltios.
El valor total de resistencia del electrodo 19 de con-
trol pueds variar desde uno o unos pocos Kiloohmios a 50
kiloohmios o mas dependiendo de lalongitud y de la disi-
pacidn considerada admisible asi cowo de la velocidad
dessada para al dispositivo. La Fuente 34 do tensidn cos
usualmenie superflua, Las conexiones 22 y 25 estdn entop
ces conectadas dirsctamente entre si., Para ese fin, por
ojomplo, la unidn pn entre la zona 17 de superficie y la
regidn 4 de superficie pueds estar en cortocircuito en
la superficie 5 semiconductora. Es normalmente suficien-
te un valor de 1 a 2 voltios para la fuente 33 de ten-
sidn de ajuste. El valor de tensidn de la fuesnte 40 de
alimentacidn tieme un limite superior debido a la ten-
sidn de ruptura por avalancha de la unidn p=n entre las
zonas 6 a 10 y la regidn 4 de superficie y depende adi-
cionalments del tipo de elementos de visualizacidn Uti-
lizados. Para tubos de descorga de gas, por ejemplo, es

necesaria una corriente relativamente pequefia y frecucq
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temente una tensidn relativamentes alta de 60 a 80 voltios,
mientras que los diodos fotoemisores requieran usualments
mas corriente y una tensidn mas baja comprendida entre 1
y unos pocos valtios. La tensidn requerida para cristalas
1iquidos es usualmente del orden de 20 voltios.

Serd obvio que el invento no estd restringido a
las realizaciones describas sinoc que son posibles muchas
variaciones para los expertos en lo técnica sin apartarse
del campo de este invento. Por ejemplo, pueden utilizarse
gtros materiales semiconductores tales como germanio o
camponentes del grupo AIIIBV' Cuando la sefial de entrada
gs suministrada a la regidn de superficie y la tensidn
de umbral es dependiente des la posicidn fisica debido a
carga incorporada en la capa aislante y/o debido a que la
concentracidn de impureza en la superficie de la regidn
semiconductora es localment. diferente, no necesita estar
presente sobre ls capa aislante ningdn electrodo de copn
trol aislado., El electrodo resistivo descrito pueds tam-
biesn ser sustituido por una resistencia semiconductora,
por ejemplo, una resistencia formada por difusidn, en com
binacidn con varios electrodos de control conductoras
conectados a tomas diferentes de dicha resistencia. Adi-
cionalmente, en las realizaciones se utilizan las mismas
distancias entre las zonas de superficie conectadas a las

diversas salidas, de modo que el ndmnero de salidas exci-

- 36 =



10

15

20

25

15.7.75

tadas aumenta en proporcidn directa a la amplitud de la
sefial de entrada. Adaptando los valorss de resistencia
entre las partes del electrodo resistivo presentes en-
tre los caminos de conexidn sucesivos a ser formados por
inversidn, por ejemplc adaptando la distancia mutua de
las primeras zonas y/o mediante adaptacidn local de rg
sistencia por unidad de suverficie del slectrodo resis-
tiva, pueden conseguirse relaciones a la sefial de entra
da diferentes de las relaciones lineales. Para esta mig
ma finalidad, puede tambien adaptarse localmentse la geg
metrfa del electrodo resistivo, por ejemplc el ancho de
la capa 71 resistiva del sjemplo reprasentado en las i
guras 6 y 7.

5i se desea, puesden incorporarse conmutadorws
para controlar el instante de lectura de la informaciin
entre las primeras zonas de superficie y las conexiones
de ellas, por ejemplo entre las zonas 04 y los termina-
les 86 de la realizacidn represcntada en la figura G,
Dichos conmutadores pusden estar construides, por &jei-
plo, como transistores de efecto de campo de slectrodo
ts control aislado, en los cuales los electrodos de cop
trol de dichos conmutadores pueden estar conectados an
comdn, Por modio de dichos conmutadores, las salidas
pueden bloquearsse, por ejemplo, si la scifial de entrada

campia desde un valor dado a otro valor efectudndose la
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presentacidn visual solamente cuando ha transcurrido un

tiempo suficiente a fin de asegurarse de que la informa-
cidn disponible en las salidas corresponde a la sefial de
entrada modificada,

Las conexiones sntre las primeras zonas de su-~
perficie y sus conexiones eléctricas no necesitan ser
siempre directas, o sca conexiones dhmicas. Por ejemplo,
pueden incorporarse elsmentos de circuito en dichas cong
xiones de tal modo que cada primera zona de superficie
estd no obstants acoplada eléctricamente a suy propia co=-
nexidn,

La presente solicitud, que corresponde a iz prg
sentada sn Holanda, el 20 deMayo de 1974, bajo el nimero
7406729, se acoge a las beneficios del articulo 51 del vi

gente Estatuto sobre Propiedad Industrial

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidén propia y nueva que se

presentan para gue sean objeto de esta solicitud de Patep
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te de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los que
se recogen en las reivindicaciones siguientes:

12,- Un dispositivo para convertir una sefial
de sntrada eléctrica que varia escalonadamente o de ma-
nera continua en amplitud, en una o mas saefiales eléctri
cas para activar o excitar uno o mas dispositivos de
presentacidn, caracterizade porque en una regidn de un
primer tipo de conductividad contigua a una superficie
de un cuerpo semiconductor estan presentes varias zonas
de superficie contiguas s la superficie del segundo ti-
po de conductividad opuesto al primero, cuyas zonus do
superficis, a las que se hard referencia ﬁostariu:mento
como primsras zonas de superficie, comprenden cada una
una conaxidn eléctrica para conexidn a un dispositivo

ds visualizacidn, o al menos estén acopladas a ellia, cg

" tando presente un electrodo comdn al cual pertenccu la

menos una segunda zona de suparficie del segundo tipo

de conductividad que se encuentra en la regidn del pri-
mer tipo de conductividad, teniendo la superficie una
capa aislante y sestando pressente un elesctrodo de coutrol
comin para influir sobre una capa de superficie dal cuer
po semiconductor, teniendo &l electrodo de tontrol comdn
una.conaxidn eléctrica para la seflal de entrada y crean
do el electrodo de control comin con la capa de super-

ficie asociada gue puede ser influida un camino de cane-
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xidn del segundo tipo de conductividad entre el electra
do comin y las primeras zonas de superficie del segundo
tipo de conductividad controlable con la scfial de sntra
da,
2,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin-

dicacidn 12, caracterizado porque estd presente sobro
la capa aislante un electrodo aislado gue se encuentra
por encima de la capa de superficie gue puede ser influi
da y cubre a la misna.

38,~ Un dispositive de acuerdo con la reivin-
dicacidn 28, carascterizado parque sl electrodo aislado
constituye al electrodo de control comdn.

42,~ Un dispositiveo de acuegrdo con la rwivin-
dicacidn 12 o 2@, caracterizado porque sl electroda de
tontrol aislado tiene forma de banda, o al menos'tiene
una parte en forma de banda, y tiene dos conexiones
eléctricas que sc encuentran separadas entre si y estén
situadas preferiblemente cerca de los dos extremos del
elactrodo de control en faorma de banda o en parte cel
mismo, cuyas conexiones sirven para aplicar una difersp
cia de potencial a través de la parte en Forma de 5anda
del electrodo de control aislado presents entre dichus
conexiones.

§8,- Un dispositivo de acuerdo con la reivin-

dicacidn 48, caracterizado porque al menos la parte &n
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forma de banda del electrodo de control aislado se com-
pone al menos localmente de material resistivo.

62,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivip-
dicacidn 53, caracterizado porque el electrodo de con-
trol aislado tiens forma de peine y tiene una porcidn
de bass en forma de banda que, &l menos sobre uno de sug
costados largos, tiene varios salientes o dedos, compo-
niéndose de material resistivo al menos las partes de la
porcidn de base presentes entre dedos adyacentes,

78,= Un dispositivo de acuerde con la reivin-
dicacidn 58 o 68, caracterizada porque la parte del elec
trodo de control que se compone de material resistive
estd dispuesta en la forma de una capa, siendo la rosis-
tencia por Unidad de superficie de dicha capa al nanos

de 1 ohmio,
Ba2,- Un dispositivo de acuerdo con la reivin-

dicacidn 52, 68 o 728, caracterizado porque la parte en
Forma de banda del electrodo de control aislado, al me-
nos donde se compone de material resistivo, tienz una
resistencia por unidad de superficie que es al mcnos de
10 ohmios y preferiblemente también no mayor de 200 oh-
mios, aproximadaments.

9a8,- Un dispositivo de acusrdo coA una o mag
de las reivindicaclones precedentes caracterizado porque

en el camino de conexidn controlable del segundo tipo ds
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conductividad estd incorporada una cepa de inversidn quo
tienes una extensidn que puede ser controlada en una Uireg
cidn sustancialmente paralela a la superficie, siendo la
capa de superficie del primer tipo de conductividad y sir
viendo el electrodo de control para generar y controlar
dicha capa de inversidn.

108,- Un dispositivo de acguerdo con la reivin-
dicacidn 98, caraclerizads porqus la capa de superficie
del primer tipo de conductividad comprende varias partes
yuxtapuestas que estdn scparadas entre si y que en la sy
perficie del cuerpo semiconductor sen contiguas sacda una
de ellas a una de las primeras zonas de superficie del
ssgundo tipo de conductividad que tienen una conexicn
eléctrica o que estdn al menos acopladas a ella.y @ la
segunda o ssgundas zonas de superficie (o al menos una
de ellas) del segundo tipo de conductividad que pertene-
cen al electrodo comdn, sienda adecuadas dichas partes
para generar en ellas capas de inversidn quse constituyen
en conjunto la capa de inversidn gue tiene una exionsion
controlabls,

l12,~ Un dispositivo de acuardo con unl 3 mas
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porqus
varias segundas zonas de superficie del segundo tipo de
conductividad pertanscen al slectrodo comdn, estando pre

sente una parte de la capa de superficie gue puede ser
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influida con el elactrodo de control entre cada una de
dichas segundas zanas de superficie y al menas una de
las primeras zonas de superficie del segunde tipo de con
ductividad.

128,- Un dispositivo de acuerdo con las reivipn
dicaciones 62 y 1138, caracterizado porque estdn dispues-
tas en pares las primeras y segundas zonas de superficie,
extendidndose la parte de la regidn del primer tipo de
gonductividad que se encuentra entre la primera y le so=-
gunda zona de superficie de cada par sustancialmente en
su totalidad por debajo de un dado del electrodo de con
trol aislado,

l38,~ Un dispositivo do acuerdo con la reivin-
dicacidn 38 o de acucrdo con la reivindicacidn 3% y una
o mas de las reivindicacionss 42 a 122, caracterizardou
porque estd presente un segundo electrodo de contral aig
lado comlin gue tiens varias primeras zonas de superficie
asociadas del sequndo tipo de conductividad que se en-
cuentran en una regidn del primer tipo de conductividad
y upa ¢ mas saegundas zonas de superficie agsociadas dal
sequndo tipo de conductividad también presentes =n dicha
regidn, sstando conectada cada una de las primeras zonas
pertenscientes al primer electrodo de control aislado a
una de las primeras zonas que pertenccen al sogundo alac

trodo do control o a una segunda zona independiente que
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pertenece a dicho segundo electrodo de control.

148,~ Un dispositivo de acuerdo con una o mas
de las reivindicaciones precedentes, czracterizado por-
que las primeras zonas do supexficie del segundo tipo
de conductividad que tienen una conexidn eléctrica estén
conectadas a un dispesitivo de visualizacidn que estd
combinado con el cuerpo semiconductor para formar una
unidad estructural,

152,~ Un dispositivo para convertir una sefial
de entrada eléctrica que varia escalonadamentes o de mang
ra continua en amplitud, en una o mds sefiales eléctricas
para activar o excitar uno o mds dispositivos de presen
tacidn.

Tal y como se ha descrite an la Memori: que
antecede, representado sn los dibujos que se acompafian y
para los fines gue selhan especificado.

Esta Memoria consta de cuarsnta y cuatro hojas

escritas a miquina por una sola cara,

naarsd, 28 JUL, 1978

P'A-l /.\

.
Albefip de Sicwwuviy
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